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[研究背景] 近年、電子のもつ電荷とスピンの両方を応用するスピントロニクス材料として希薄

磁性半導体が注目を集めている。中でも、我々は磁性透明導電膜に着目して研究を進めている1)。

磁性透明導電膜とは、透明導電膜として幅広く応用されている酸化インジウムスズ（Indium Tin 

Oxide：ITO）薄膜に少量の磁性元素を添加した物質であり、高い導電性と可視光領域での高い透

明性に加えて、室温下での強磁性を併せもつ。このような多彩な特性から多機能材料としての応

用が期待される。我々はこれまでに、FeドープITO薄膜のエピタキシャル成長技術を開発し、当該

薄膜が低い電気抵抗率と可視光領域での透明性に加えて室温強磁性を示すことを確認した2)。本研

究では、Feドープ量が異なるFeドープITOエピタキシャル成長膜を作製し、Feドープ量が薄膜の電

気、光学および磁気特性に与える影響を体系的に評価・解析した。 

[実験・結果] 高周波マグネトロンスパッタリング法を用いて、元素組成がIn1.8-xSn0.2FexO3（x = 0.01, 

0.05, 0.10, 0.20）である薄膜を作製し、X線回折測定によりエピタキシャル成長していることを確

認した。まず、ホール効果測定により薄膜の電気特性を評価した。Fig.1に薄膜のキャリア密度の

Feドープ量依存性を示す。Feドープ量の増大に伴いキャリア密度が減少し、抵抗率が増大した。

次に、紫外可視吸収分光測定により薄膜の光学特性を調べた。Fig.2にTaucプロットにより光学的

バンドギャップを評価した結果を示す。Feドープ量の増大により光学的バンドギャップが減少し

た。さらに、磁化測定により磁気特性を評価したところ、Feドープ量の増加によりFe１原子あた

りの磁化の減少が確認された。 
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Fig.1. Carrier concentration as a function of the Fe 
concentration in the epitaxial Fe-doped ITO films. 

Fig.2. Tauc plots of the epitaxial Fe-doped ITO films 
with the different Fe concentrations. 
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